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(57)【要約】
【課題】半田の飛散による悪影響を防止する。
【解決手段】ベース板１の主面は、半田接合部２ａ，２
ｂと、半田接合部２ａ，２ｂを囲むケース接着部３とを
含む。ベース板１の主面において半田接合部２ａ，２ｂ
とケース接着部３の間に半田レジスト４ａ，４ｂ，５が
設けられている。半導体装置７ａ，７ｂがそれぞれ半田
接合部２ａ，２ｂに半田８ａ，８ｂにより接合されてい
る。半導体装置７ａ，７ｂを覆うケース１２がケース接
着部３に接着されている。半田レジスト４ａ，４ｂはそ
れぞれ半田接合部２ａ，２ｂの外周に沿って設けられて
いる。半田レジスト５はケース接着部３の内周に沿って
設けられ、半田レジスト４ａ，４ｂより外側に配置され
ている。ベース板１の主面を半田レジスト４ａ，４ｂ，
５から露出させるスリット６が半田レジスト４ａ，４ｂ
と半田レジスト５の間に設けられている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半田接合部と、前記半田接合部を囲むケース接着部とを含む主面を有するベース板と、
　前記主面において前記半田接合部と前記ケース接着部の間に設けられた半田レジストと
、
　前記半田接合部に半田により接合された半導体装置と、
　前記ケース接着部に接着され、前記半導体装置を覆うケースとを備え、
　前記半田レジストは、前記半田接合部の外周に沿って設けられた第１の半田レジストと
、前記ケース接着部の内周に沿って設けられ、前記第１の半田レジストより外側に配置さ
れた第２の半田レジストとを有し、
　前記主面を前記半田レジストから露出させるスリットが前記第１の半田レジストと前記
第２の半田レジストの間に設けられていることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項２】
　前記スリットは前記半田接合部及び前記第１の半田レジストを囲んでいることを特徴と
する請求項１に記載の半導体モジュール。
【請求項３】
　前記半田接合部は、第１及び第２の半田接合部を有し、
　前記半導体装置は、前記第１及び第２の半田接合部にそれぞれ前記半田により接合され
た第１及び第２の半導体装置を有し、
　前記第１の半導体装置と前記第２の半導体装置はワイヤにより互いに接続され、
　前記スリットは、前記第１の半田接合部と前記第２の半田接合部の間にも設けられてい
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体モジュール。
【請求項４】
　前記第１の半田レジストは、前記半田接合部の外周に沿って互いに離間して配置された
複数のレジスト部を有し、
　隣接する前記レジスト部の間の領域において前記主面が前記半田レジストから露出して
いることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の半導体モジュール。
【請求項５】
　前記複数のレジスト部は、前記半田接合部のコーナー部に設けられていることを特徴と
する請求項４に記載の半導体モジュール。
【請求項６】
　前記ケースの内部において前記半導体装置を覆う絶縁性ゲルを更に備えることを特徴と
する請求項１～５の何れか１項に記載の半導体モジュール。
【請求項７】
　モジュール取付用のブッシュ穴が前記第２の半田レジストよりも外側において前記ベー
ス板に設けられていることを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の半導体モジュ
ール。
【請求項８】
　半田接合部と、前記半田接合部を囲むケース接着部とを含む主面を有するベース板を用
意する工程と、
　前記主面において前記半田接合部と前記ケース接着部の間に半田レジストを形成する工
程と、
　前記半田レジストを形成した後に、半導体装置を前記半田接合部に半田により接合する
工程と、
　前記半導体装置を覆うケースを前記ケース接着部に接着する工程とを備え、
　前記半田レジストを形成する工程において、
　前記半田接合部の外周に沿って第１の半田レジストを形成し、
　前記ケース接着部の内周に沿って前記第１の半田レジストより外側に第２の半田レジス
トを形成し、
　前記主面を前記半田レジストから露出させるスリットを前記第１の半田レジストと前記
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第２の半田レジストの間に形成することを特徴とする半導体モジュールの製造方法。
【請求項９】
　前記半田接合部及び前記第１の半田レジストを囲むように前記スリットを形成すること
を特徴とする請求項８に記載の半導体モジュールの製造方法。
【請求項１０】
　前記半田接合部として第１及び第２の半田接合部を形成し、
　前記半導体装置として第１及び第２の半導体装置をそれぞれ前記第１及び第２の半田接
合部に前記半田により接合し、
　前記第１の半導体装置と前記第２の半導体装置をワイヤにより互いに接続し、
　前記スリットを前記第１の半田接合部と前記第２の半田接合部の間にも形成することを
特徴とする請求項８又は９に記載の半導体モジュールの製造方法。
【請求項１１】
　前記第１の半田レジストとして、前記半田接合部の外周に沿って互いに離間して配置さ
れた複数のレジスト部を形成し、
　隣接する前記レジスト部の間の領域において前記主面を前記半田レジストから露出させ
ることを特徴とする請求項８～１０の何れか１項に記載の半導体モジュールの製造方法。
【請求項１２】
　前記複数のレジスト部を前記半田接合部のコーナー部に形成することを特徴とする請求
項１１に記載の半導体モジュールの製造方法。
【請求項１３】
　前記半導体装置を覆う絶縁性ゲルを前記ケースの内部に注入する工程を更に備えること
を特徴とする請求項８～１２の何れか１項に記載の半導体モジュールの製造方法。
【請求項１４】
　モジュール取付用のブッシュ穴を前記第２の半田レジストよりも外側において前記ベー
ス板に形成することを特徴とする請求項８～１３の何れか１項に記載の半導体モジュール
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベース板に半導体装置を半田により接合した半導体モジュール及びその製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体モジュールでは、ベース板の上面を半田レジストでコーティングし、半田接合部
において半田レジストに開口を設ける（例えば、特許文献１の図３（ｂ）参照）。これに
より、半田接合部からの半田の濡れ広がりを抑制して半田の塗布面積と厚みを調整でき、
半導体装置の位置精度が向上する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－２４４２２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　半田接合工程において半田が高温で膨張して半田接合部から飛散する場合がある。また
、半田内部又は周囲の不純物などで発生した気泡が弾けて半田が飛散する場合もある。例
えばフラックスに含有される揮発成分によって気泡が発生する。ただし、フラックスレス
半田でも気泡は発生する。この場合に半田に気圧や半導体装置の重圧がかかると、気泡が
弾けて半田が飛散する。特に気泡を抑制するために大気圧より減圧すると、半田が飛散し
やすくなる。半田レジスト上に飛散した半田は濡れ広がらず半田ボールとなる。この半田
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ボールにより、半導体装置の異極間の絶縁距離が狭まり、絶縁性の低下又は短絡が生じる
。
【０００５】
　また、ベース板のケース接着部に半田が付着して凹凸ができると、ベース板とケースの
接着が阻害される。さらに、ケースの内部に充填された絶縁性ゲルがベース板とケースの
隙間から漏れ出してしまう。
【０００６】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は半田の飛散
による悪影響を防止することができる半導体モジュール及びその製造方法を得るものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る半導体モジュールは、半田接合部と、前記半田接合部を囲むケース接着部
とを含む主面を有するベース板と、前記主面において前記半田接合部と前記ケース接着部
の間に設けられた半田レジストと、前記半田接合部に半田により接合された半導体装置と
、前記ケース接着部に接着され、前記半導体装置を覆うケースとを備え、前記半田レジス
トは、前記半田接合部の外周に沿って設けられた第１の半田レジストと、前記ケース接着
部の内周に沿って設けられ、前記第１の半田レジストより外側に配置された第２の半田レ
ジストとを有し、前記主面を前記半田レジストから露出させるスリットが前記第１の半田
レジストと前記第２の半田レジストの間に設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る半導体モジュールの製造方法は、半田接合部と、前記半田接合部を囲むケ
ース接着部とを含む主面を有するベース板を用意する工程と、前記主面において前記半田
接合部と前記ケース接着部の間に半田レジストを形成する工程と、前記半田レジストを形
成した後に、半導体装置を前記半田接合部に半田により接合する工程と、前記半導体装置
を覆うケースを前記ケース接着部に接着する工程とを備え、前記半田レジストを形成する
工程において、前記半田接合部の外周に沿って第１の半田レジストを形成し、前記ケース
接着部の内周に沿って前記第１の半田レジストより外側に第２の半田レジストを形成し、
前記主面を前記半田レジストから露出させるスリットを前記第１の半田レジストと前記第
２の半田レジストの間に形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、半田の飛散による悪影響を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールを示す斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールを示す断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの内部を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの製造工程を示す平面図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの製造工程を示す斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの製造工程を示す斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの製造工程を示す断面図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの製造工程を示す斜視図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの製造工程を示す斜視図である。
【図１０】比較例に係る半導体モジュールの製造工程を示す斜視図である。
【図１１】比較例に係る半導体モジュールの製造工程を示す断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態２に係る半導体モジュールのベース板を示す平面図である
。
【図１３】本発明の実施の形態３に係る半導体モジュールのベース板を示す平面図である
。
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【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施の形態に係る半導体モジュール及びその製造方法について図面を参照して
説明する。同じ又は対応する構成要素には同じ符号を付し、説明の繰り返しを省略する場
合がある。
【００１２】
実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールを示す斜視図である。図２は本発
明の実施の形態１に係る半導体モジュールを示す断面図である。図３は本発明の実施の形
態１に係る半導体モジュールの内部を示す斜視図である。
【００１３】
　ベース板１の主面は、半田接合部２ａ，２ｂと、半田接合部２ａ，２ｂを囲むケース接
着部３とを含む。ここではケース接着部３はベース板１の主面の外周部に該当する。ベー
ス板１の材質は、銅、Ｃｕ－Ｍｏ等の銅合金、アルミニウム、又はＡｌ－ＳｉＣ等のアル
ミニウム合金である。ベース板１の厚みは１ｍｍ～５ｍｍ程度である。なお、半田との濡
れ性を向上させるため、ベース板１の半田接合部２ａ，２ｂにニッケルなどのメッキ層を
形成してもよい。ただし、ベース板１の材質が半田との濡れ性が高い物質の場合にはメッ
キ層は不要である。
【００１４】
　ベース板１の主面において半田接合部２ａ，２ｂとケース接着部３の間に半田レジスト
４ａ，４ｂ，５が設けられている。半田レジスト４ａ，４ｂ，５の材質は、ベース板１の
材質に比べて半田に濡れ難い材質であり、例えばエポキシ系樹脂等である。
【００１５】
　半田レジスト４ａは半田接合部２ａの外周に沿って設けられ、半田レジスト４ｂは半田
接合部２ｂの外周に沿って設けられている。半田レジスト５はケース接着部３の内周に沿
って設けられ、半田レジスト４ａ，４ｂより外側に配置されている。ベース板１の主面を
半田レジスト４ａ，４ｂ，５から露出させるスリット６が半田レジスト４ａ，４ｂと半田
レジスト５の間に設けられている。スリット６は、半田接合部２ａ，２ｂ及び半田レジス
ト４ａ，４ｂを囲んでおり、半田接合部２ａと半田接合部２ｂの間にも設けられている。
【００１６】
　半導体装置７ａが半田接合部２ａに半田８ａにより接合されている。半導体装置７ｂが
半田接合部２ｂに半田８ｂにより接合されている。半田８ａ，８ｂは、錫－鉛半田、鉛フ
リー半田等であり、フラックス入りでもよいし、フラックスレス半田でもよい。半導体装
置７ａ，７ｂの熱サイクルによる半田８ａ，８ｂの亀裂等を防ぐため、半田８ａ，８ｂの
膜厚は１５０μｍ以上とする。ただし、半田８ａ，８ｂを厚くするほど半田８ａ，８ｂの
飛散が生じやすくなる。
【００１７】
　半導体装置７ａは、絶縁基板９ａと、その上に半田等により実装された半導体チップ１
０ａ，１０ｂとを有する。半導体装置７ｂは、絶縁基板９ｂと、その上に半田等により実
装された半導体チップ１０ｃ，１０ｄとを有する。絶縁基板９ａ，９ｂは、アルミナ又は
窒化アルミ等の絶縁体と、絶縁体の上面及び下面にそれぞれ設けられたアルミニウム等の
上面配線及び下面配線とを有する。例えば厚さ０．６３５ｍｍのアルミナの両面に厚さ０
．４ｍｍのアルミニウム膜が設けられている。絶縁基板９ａ，９ｂの下面配線は半田８ａ
，８ｂを介してベース板１に接続されている。半導体チップ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１
０ｄはＩＧＢＴ(Insulated-Gate Bipolar Transistors)、ＦＥＴ（Field effect transis
tor）、又はダイオード等である。半導体チップ１０ａ，１０ｂの下面電極は絶縁基板９
ａの上面配線に接続され、半導体チップ１０ｃ，１０ｄの下面電極は絶縁基板９ｂの上面
配線に接続されている。
【００１８】
　半導体チップ１０ａ，１０ｂの上面電極はワイヤ１１ａにより互いに接続され、半導体
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チップ１０ｂの上面電極と絶縁基板９ｂの上面配線はワイヤ１１ｂにより互いに接続され
、半導体チップ１０ｃ，１０ｄの上面電極はワイヤ１１ｃにより互いに接続されている。
従って、半導体装置７ａと半導体装置７ｂはワイヤ１１ｂにより互いに接続されている。
【００１９】
　半導体装置７ａ，７ｂを覆うケース１２が接着剤１３によりケース接着部３に接着され
ている。ケース１２はエポキシ樹脂等からなる樹脂ケースであり、壁面を構成する枠体と
上面を構成する蓋からなる。接着剤１３はシリコーンゴム系の接着剤であるが、エポキシ
系などでもよい。なお、ベース板１とケース１２との接着力を向上させるため、ケース接
着部３には半田レジスト４ａ，４ｂ，５は設けられていない。
【００２０】
　ケース１２の内部にシリコンゲルなどの絶縁性ゲル１４が充填され、この絶縁性ゲル１
４が半導体装置７ａ，７ｂを覆って絶縁保護している。モジュール取付用のブッシュ穴１
５が半田レジスト５よりも外側においてベース板１の四隅に設けられている。
【００２１】
　続いて、本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの製造方法を図面を参照しなが
ら説明する。図４は、本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの製造工程を示す平
面図である。図５，６，８，９は、本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの製造
工程を示す斜視図である。図７は、本発明の実施の形態１に係る半導体モジュールの製造
工程を示す断面図である。
【００２２】
　まず、図４に示すように、半田接合部２ａ，２ｂと、半田接合部２ａ，２ｂを囲むケー
ス接着部３とを含む主面を有するベース板１を用意する。そして、ベース板１の主面にお
いて半田接合部２ａ，２ｂとケース接着部３の間に半田レジスト４ａ，４ｂ，５をスクリ
ーン印刷で塗布し、ＵＶ照射により硬化させる。なお、半田レジストをスプレーコーティ
ング法又はカーテンコータにより塗布し、露光及び現像して不要な半田レジストを溶解さ
せてもよい。
【００２３】
　ここで、半田レジスト４ａ，４ｂは半田接合部２ａ，２ｂの外周に沿って形成する。半
田レジスト５はケース接着部３の内周に沿って半田レジスト４ａ，４ｂより外側に形成す
る。ベース板１の主面を半田レジスト４ａ，４ｂ，５から露出させるスリット６を半田レ
ジスト４ａ，４ｂと半田レジスト５の間に形成する。スリット６は、半田接合部２ａ，２
ｂ及び半田レジスト４ａ，４ｂを囲むように形成し、半田接合部２ａと半田接合部２ｂの
間にも形成する。
【００２４】
　次に、図５に示すように、半田レジスト４ａで囲まれた半田接合部２ａに適量の半田８
ａを塗布し、その上に半導体装置７ａを載せる。同様に、半田レジスト４ｂで囲まれた半
田接合部２ｂに適量の半田８ｂを塗布し、その上に半導体装置７ｂを載せる。なお、半田
８ａ，８ｂとして、クリーム半田をスクリーン印刷法等により塗布してもよいし、板状の
半田を用いてもよい。
【００２５】
　次に、ホットプレートなどの加熱機構（不図示）を用いて半田８ａ，８ｂを溶融させて
、図６及び図７に示すように半導体装置７ａ，７ｂをそれぞれ半田接合部２ａ，２ｂに半
田８ａ，８ｂにより接合する。この際に半田接合部２ａ，２ｂからそれぞれ飛散した半田
１６ａ，１６ｂがスリット６上で濡れ広がる。その後、半導体装置７ａと半導体装置７ｂ
をワイヤ１１ｂにより互いに接続する。
【００２６】
　次に、図８に示すように、半導体装置７ａ，７ｂを覆うケース１２をケース接着部３に
接着する。この際に、ブッシュ穴１５に接着剤１３が流入しないように、ロボットを制御
して接着剤１３を塗布する領域を限定する。次に、ケース１２上面の蓋（不図示）を開け
て、半導体装置７ａ，７ｂを覆う絶縁性ゲル１４をケース１２の内部に注入する。次に、
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図９に示すように、ブッシュ穴１５にネジ１７を挿入して半導体モジュールをヒートシン
ク１８に取り付ける。なお、ここではベース板１のネジ締め付け部がケース１２で覆われ
ていないが、ケース１２で覆われていてもよい。
【００２７】
　続いて、本実施の形態の効果を比較例と比較して説明する。図１０は比較例に係る半導
体モジュールの製造工程を示す斜視図である。図１１は比較例に係る半導体モジュールの
製造工程を示す断面図である。比較例では半田接合部２ａ，２ｂとケース接着部３の間に
半田レジスト１９が設けられているが、この半田レジスト１９にはスリット６が設けられ
ていない。
【００２８】
　比較例では、半田レジスト１９上に飛散した半田が濡れ広がらず半田ボール２０が形成
される。この半田ボール２０により半導体装置７ａ，７ｂの上下の配線間で短絡又は絶縁
耐圧の低下が生じる。また、半田ボール２０が大きい場合には、２つの半導体装置７ａ，
７ｂの上面配線と下面配線の間又は上面配線同士で短絡又は絶縁耐圧の低下が生じる。半
田ボール２０の高さが上面配線の高さに達しない場合でも、半田ボール２０により絶縁距
離が短くなることで絶縁性が低下し、電界強度を超えた場合に放電する。
【００２９】
　これに対して、本実施の形態では、半田接合部２ａ，２ｂから飛散した半田８ａ，８ｂ
はスリット６で濡れ広がり、高さが低くなるため、半導体装置７ａ，７ｂの異極間の絶縁
性の低下又は短絡を防ぐことができる。そして、半田ボール２０の形成を抑制できるため
、製品組立時に半田ボール２０を除去する手間を省くこともできる。
【００３０】
　ここで、例えば製品の絶縁耐圧が６ｋＶ必要な場合に設計上必要な絶縁距離を１．７ｍ
ｍ、ベース板１から絶縁基板９ａの上面までの高さを１．１ｍｍ、絶縁基板９ａの端面か
ら上面配線までの距離を１ｍｍとする。この場合、半田が飛散していなければベース板１
と上面配線の間の絶縁距離は２．１ｍｍである。一方、高さ０．５ｍｍの半田ボール２０
が絶縁基板９ａの近くに形成された場合、半田ボール２０と上面配線の間の絶縁距離は２
．１－０．５＝１．６ｍｍとなり、設計上必要な値を下回ってしまう。本実施の形態では
ベース板１上に飛散した半田１６ａ，１６ｂの高さが０．４ｍｍより低くなるため、１．
７ｍｍ以上の絶縁距離を確保することができる。
【００３１】
　飛散した半田を十分に捕獲できるようなスリット６の幅は、飛散した半田の体積、リフ
ロー温度、及びスリット６の長さ等により変化する。一例として、半田が十分に濡れ広が
る条件を仮定し、スリット６の長さを１０ｍｍ、飛散した半田の体積を４ｍｍ３、許容で
きる半田の高さを０．２ｍｍとすると、スリット６の幅を４／（１０×０．２）＝２ｍｍ
以上とする必要がある。ただし、上記の数値は一例であり、本発明を制限するものではな
く、実際の使用に最適な値とは限らない。
【００３２】
　また、比較例では、ベース板１のケース接着部３に半田２１が付着して凹凸ができるた
め、ベース板１とケース１２の接着が阻害される。これに対して、本実施の形態では、ケ
ース接着部３の内周に沿って設けた半田レジスト５によりケース接着部３への半田の流入
を防ぐことができる。これにより、ベース板１とケース１２の接着性を確保することがで
きる。よって、本実施の形態では比較例に比べて半田の飛散による悪影響を防止すること
ができる。
【００３３】
　また、本実施の形態では、半田接合部２ａ，２ｂからの半田８ａ，８ｂの濡れ広がりを
半田レジスト４ａ，４ｂが抑制するため、半田８ａ，８ｂの塗布面積と厚みを調整するこ
とができる。そして、半田レジスト４ａ，４ｂが半田接合部２ａ，２ｂ内に半田８ａ，８
ｂを制限するため、溶融した半田８ａ，８ｂの表面張力によって半導体装置７ａ，７ｂが
自動的に半田接合部２ａ，２ｂにそれぞれ移動する（セルフアライメント）。これにより



(8) JP 2015-23128 A 2015.2.2

10

20

30

40

50

、半導体装置７ａ，７ｂの位置精度を向上させることができる。
【００３４】
　また、本実施の形態では、スリット６が半田接合部２ａ，２ｂ及び半田レジスト４ａ，
４ｂを囲んでいる。これにより、半田接合部２ａ，２ｂから外側のどの方向に半田が飛散
しても、スリット６で捕捉することができる。
【００３５】
　また、比較例では半導体装置７ａ，７ｂ間に形成された半田ボール２０がワイヤ１１ｂ
と干渉する。これに対して、本実施の形態ではスリット６が半田接合部２ａと半田接合部
２ｂの間にも設けられている。このため、半導体装置７ａ，７ｂ間での半田ボール２０の
発生を抑制することができる。
【００３６】
　また、ベース板１とケース１２の接着性を確保することができるため、ケース１２の内
部に注入された絶縁性ゲル１４がベース板１とケース１２の隙間から漏れ出すのを防ぐこ
とができる。
【００３７】
　また、モジュール取付用のブッシュ穴１５を半田レジスト５よりも外側に設けることに
より、ブッシュ穴１５に半田が流入して穴径が小さくなるのを防ぐことができる。
【００３８】
実施の形態２．
　図１２は、本発明の実施の形態２に係る半導体モジュールのベース板を示す平面図であ
る。ベース板１上の半田レジスト４ａ，４ｂのパターン形状が実施の形態１とは異なり、
その他の構成は実施の形態１と同様である。
【００３９】
　半田レジスト４ａ，４ｂは、半田接合部２ａ，２ｂの外周に沿って互いに離間して配置
された複数のレジスト部を有する。そして、隣接するレジスト部の間の領域においてベー
ス板１の主面が半田レジスト４ａ，４ｂ，５から露出している。これにより、ベース板１
の主面の露出面積が広くなるため、飛散した半田が濡れ広がる面積も拡大する。この結果
、捕獲できる半田の量を増やすことができる。
【００４０】
　また、本実施の形態では、半田レジスト４ａ，４ｂを構成する複数のレジスト部が半田
接合部２ａ，２ｂのコーナー部に設けられている。これにより、半田接合部２ａ，２ｂ上
で溶けた半田８ａ，８ｂの平面形状を保持することができるため、半導体装置７ａ，７ｂ
の回転を防ぐことができる。
【００４１】
実施の形態３．
　図１３は、本発明の実施の形態３に係る半導体モジュールのベース板を示す平面図であ
る。ベース板１上の半田レジスト４ａ，４ｂのパターン形状が実施の形態１とは異なり、
その他の構成は実施の形態１と同様である。
【００４２】
　半田レジスト４ａ，４ｂを構成する複数のレジスト部が半田接合部２ａ，２ｂの四辺に
設けられている。この場合でも半田８ａ，８ｂをそれぞれ半田接合部２ａ，２ｂ内に留め
ることができるため、半導体装置７ａ，７ｂの位置精度を向上させることができる。ただ
し、半田レジスト４ａ，４ｂを半田接合部２ａ，２ｂのコーナー部に設けないため、実施
の形態２に比べて半導体装置７ａ，７ｂが回転し易くなる。
【００４３】
　なお、半導体チップ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄは、珪素によって形成されたもの
に限らず、珪素に比べてバンドギャップが大きいワイドバンドギャップ半導体によって形
成されたものでもよい。ワイドバンドギャップ半導体は、例えば、炭化珪素、窒化ガリウ
ム系材質、又はダイヤモンドである。このようなワイドバンドギャップ半導体によって形
成された半導体チップ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄは、耐電圧性や許容電流密度が高
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いため、小型化できる。この小型化された半導体チップ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ
を用いることで、このチップを組み込んだ半導体モジュールも小型化できる。また、半導
体チップ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの耐熱性が高いため、ヒートシンク１８の放熱
フィンを小型化でき、水冷部を空冷化できるので、半導体モジュールを更に小型化できる
。また、半導体チップ１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの電力損失が低く高効率であるた
め、半導体モジュールを高効率化できる。
【符号の説明】
【００４４】
１　ベース板、２ａ　半田接合部（第１の半田接合部）、２ｂ　半田接合部（第２の半田
接合部）、３　ケース接着部、４ａ，４ｂ　半田レジスト（第１の半田レジスト）、５　
半田レジスト（第２の半田レジスト）、６　スリット、７ａ　半導体装置（第１の半導体
装置）、７ｂ　半導体装置（第２の半導体装置）、８ａ，８ｂ　半田、１１ｂ　ワイヤ、
１２　ケース、１４　絶縁性ゲル、１５　ブッシュ穴

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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